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１．概要（Summary） 
 我々はこれまで、ノイズ・ゆらぎを有効利用する脳

型時間軸情報処理モデルによる知能情報処理ハード

ウェアの構築を目指し、ナノディスクアレイ（NDA）

接合型 Fin 型トランジスタ（FinFET）によるスパイ

キングニューロンデバイスを開発してきた(1)。 
NDA 作製工程上、NDA 作製領域には平坦性が必要

である。また、NDA 接合型 FinFET では、NDA を直

接 FinFET のゲート部に繋げる構造であるため、平坦

化処理によって、ゲート部をチップ表面に露出させる

必要がある。つまり、通常の FinFET 試作後に表面を

平坦化処理し、かつ FinFET のゲート部がチップ表面

に露出したことを検出・判定しなければならない。 
 そこで我々は、FinFET の周囲に FinFET のゲート

と同じ高さの 80µm 角のパターンを作製し、保護膜成

膜後にそのパターンまで 10µm 角の穴を空けた。これ

によって、平坦化処理後、穴パターンの状態や段差を

観察することで平坦化処理の終点を検出できること

を考えた(2,3)。 
２．実験（Experimental） 
電子顕微鏡を使用して、2cm 角ウエハのパターン観

測を行った。サンプルは外部施設で試作・平坦化加工

したもので、表面には保護酸化膜を成膜しており、穴

パターン表面には poly-Si が露出している。 
まず、10µm 角の穴パターンの形状と段差を観測し

た。サンプル上面からパターンを観測し、平坦化後の

穴パターンの形状確認を試みた。また、サンプルを

10°程度傾けてパターンを観測し、平坦化後の穴パタ

ーンの段差確認を試みた。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.1 には、電子顕微鏡を使用して、サンプルを 10°
程度傾けて 10µm 角の穴パターンを観測した結果を示

す。平坦化処理後の穴パターンに 100nm 程度の段差

が残っていることを確認した。この段差について 
平坦化処理の限界であるのかを調べるために、処理と

電子顕微鏡観測を繰り返す必要がある。 
４．その他・特記事項（Others） 
 本研究におけるFinFETの作製は産業技術総合研究

所つくばセンターで行われた。また、NDA 作製は東

北大学流体科学研究所寒川研究室にて行われた。 
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Fig.1：SEM image of FinFET


